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CARACTERIZACION POR XPS Y HRTEM DE PELĉCULAS DELGADAS
DE SILICIUROS DE Co-Ni
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eventos afectan las amplitudes y las fases de los haces difractados de electrones que

atraviesan la muestra y por consiguiente, el patr·n de difracci·n no representar²a
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RESULTADOS

En esta secci·n, se presentan los perfiles de profundidad XPS de las pel²culas de

siliciuros depositadas por ablaci·n l§ser y sometidas a tratamientos t®rmicos. Para los ҏ pTrofunros a
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CoSi c¼bico, coexistiendo con las microestructuras de Ni2Si, NiSi y CoáSi. Al llegar a
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AP£NDICE C

Ajuste y (Iccunvoluci·n de curvas para los espectros XPS, alta resoluci·n, ále

las peliculas de SMT

Los espectros XPS para las ventanas de Si,
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